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１．概要（Summary） 

回転型可変焦点メタレンズを MEMS アクチュエー

タと集積化することでメタレンズの薄さを生かした

素子が製作できる。そこで本研究では SOI 基板を用い

て中央のステージを±10度回転できるような静電回転

ステージの製作を目指した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速大面積電子線描画装置 
高速シリコン深掘りエッチング装置 
【実験方法】 
20×20 mm の SOI 基板に高速大面積電子線描画装置

によって構造を描画した。レジストにはネガ型の

OEBR-CAN040AE(6.0cP)を用いた。これをマスクと

して高速シリコン深掘りエッチング装置による Deep 
reactive ion etching (DeepRIE) を行った。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

DeepRIEまで行ったSOI基板の様子をFig. 1、 Fig. 
2 に示す。Fig. 1 は成功例で Fig. 2 は失敗例である。

Fig. 2 のような黒い変色と欠損はレジスト除去後にみ

られるため DeepRIE 工程でのアンダーカットが原因

ではないかと考えている。 
 

 

Fig. 1 Photograph of SOI substrate 
after DeepRIE (success) 

 

Fig. 2 Photograph of SOI substrate 
after DeepRIE (failure). 
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